SIFSC 13, 21 a 25 de agosto 2023, Sdo Carlos-SP

Universidade de S3ao Paulo
Instituto de Fisica de S3o Carlos

Semana Integrada do Instituto de Fisica
de Sao Carlos

13?2 edicao

Livro de Resumos

Sao Carlos
2023



Ficha catalografica elaborada pelo Servico de Informacao do IFSC

Semana Integrada do Instituto de Fisica de Sdo Carlos

(13:21-25 ago.: 2023: S3o Carlos, SP.)

Livro de resumos da XlIl Semana Integrada do Instituto de
Fisica de Sdo Carlos — Universidade de S3do Paulo / Organizado
por Adonai Hilario da Silva [et al.]. Sdo Carlos: IFSC, 2023.

358p.

Texto em portugués.
1.Fisica. I. Silva, Adonai Hildrio da, org. Il. Titulo.

ISSN: 2965-7679




SIFSC 13, 21 a 25 de agosto 2023, Sdo Carlos-SP

PG133

Transistores organlcos por_ efeito de campo com camadas
dielétricas organica e inorganica

CAPUZZO, Luiza Batista'; SOUSA, Marcos da Silval; MIRANDA, Paulo Barbeitas!

marcos.silva_sousa@ifsc.usp.br

Hnstituto de Fisica de Sio Carlos - USP

Os transistores organicos por efeito de campo (OFETs) desempenham um papel fundamental na eletrénica
organica, assim como os transistores convencionais desempenham na eletrénica. A camada dielétrica
é um componente crucial desses dispositivos, e suas caracteristicas tém um impacto significativo na
eficiéencia dos OFETs. Por exemplo, a escolha das caracteristicas dessa camada afeta diretamente a
corrente de fuga de porta e a tens3o de operacdo dos dispositivos. Portanto, a compreensdo dos eventos
fisicos e quimicos que ocorrem na camada dielétrica é essencial para o aprimoramento dos OFETs.
Neste estudo, comparamos transistores a base do polimero semicondutor poli(3-hexiltiofeno) (P3HT)
com dielétricos organico (PMMA) e inorganico (AlOx). Nosso objetivo foi analisar as caracteristicas
elétricas de cada tipo, fornecendo informacdes relevantes para trabalhos futuros. Os resultados mostraram
que os transistores com AlOx operam com tensdes aplicadas da ordem de 5V, sendo adequados para
aplicacdes de baixa tensdo, enquanto os transistores com dielétrico orgdnico requerem tensdes de
operacdo mais elevadas ( 80V). Essa diferenca é atribuida ao valor da constante dielétrica de cada
material (entre 7,5 e 15 para AlIO e 3 para o PMMA, assim como a espessura e condutividade das
camadas dielétricas. (1-2) Embora os dielétricos organicos polares, como o PMMA, exijam alta tenso
de operacdo, eles sdo cientificamente interessantes devido a orientacdo dos grupos polares em resposta
ao campo elétrico aplicado. Esse alinhamento molecular pode ser utilizado para mapear o campo elétrico
(e consequentemente a distribuicdo de cargas) ao longo do canal de OFETs. Como trabalho futuro, a
espectroscopia por geracdo de soma de frequéncias (espectroscopia SFG) sera utilizada para investigar
o alinhamento dos grupos polares e, consequentemente, o campo elétrico no dielétrico, sem danificar
o dispositivo ou alterar a distribuicdo de cargas sondada. (3) Portanto, tanto os transistores com
dielétrico inorganico quanto os com dielétrico organico tém aplicagdes promissoras na ciéncia e tecnologia,
justificando a quantidade significativa de pesquisas dedicadas a eles.

Palavras-chave: OFETs. Dieletricos. SFG.
Agéncia de fomento: CAPES (88887.506483/2020-00)
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